
$clulurhil.llum 
bungstemperaturen da von —40°C 
+125°C 

s Bauform B _ 3/25 — 3o, 
TGL 11811 
Kollektor am Gehäuse 
Maosse ® 19 
Zulässige Höchstwerte bis #jmaz 
Ucso = 66 V I8 = 50 mA 
Ueso = SV bei tav —= 20 ms 
UcerR = &V Pc = 600 mW 
bei Rag = 100 bei 02 = 25 °C 
Ic = 100mA = 175 C 

bei tav = 20ms &a = 125 C 

T = 300 mA : 
Kennwerte für 0a = 25°C —5 grd Wöärmewiderstand Rın < 250 W 

Min. ‘Typ | Max. Meßbedingungen versäckungs 
... 

Restströäme 

Icao |25nA |1yA | bei Ucsoma 
Ie8o |3 nA |1pA Ues = 5 V 

Durchbruchspannung 

u‘.lkfi°iwv l Iceo = 50 mA 

Gleichstromverstärkung 

B | 18 4] !l.lcg-!V‚lc-fllml\ A 

B | 2 n B 
B | 56 | 140 | C 

B |!12 | 280 D 
B | 224 560 E 
B j | ‚1120 F 

Sättigungsspannung 

Ucgut | |o;v |1V |1c=50 mA, Is = 5 mA 

lu2unung 

Ucerest |07 V Ic = 50 mA, Uca = 0 

Basis-Emitter-Spannung 

Use |08V |0,9V |1c = 50 mA, Is = 5 mA 



| Min. | Tp Mex._. | Mößbedingingen — 
, gruppen 

Ubergangsirequenz 

{ Ucg = 10 V, Ic = 10 mA, 

< A ""'1 e f = 15 MHz 
Rauschmaß 

« | Ucg = 6 V, Ic = 0,5 mA, 

4 y f = 10 kHz, Ro = 500 Q 

Vierpolparameter 

hı10 | 700 2 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 1 = 1 kHz 
hıze 3,5 - 104 
ha1e 195 

haze M S 
Re 14,2 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 

} f = 200 MHz | 
C | 22 pF ‚ 2 pF | Uca = 10 V, Ig = 0, f = 500 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

!hıen | | UcE = 10 V, Ic = 10:mA, 
O [ K f — 30 MHz 

Leistungsverstärkung 

V \ 42 20 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 

f HEn ' &. ’ f — 5 MHz 
Schaltzeiten 

fr | 0,65 us |maa 1 I 
t% 22 us en ,si.hoMeßuhafmagl 

i für einen Transistor Transistor SF 123 F 
der Stromverstärkungsgruppe F



SF 123 

A f 8 Curllaskap DG 210 
Tr E ° Eesgpangsimpese 4 * 1u5 

% 055 



SF 123 

Pc = f (#1) 
o = freitrogende Montage 

b == ideole Kühlung 
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